
[特許]1998-079371  (10.03.26)                                                   
                                                                                
出願 (1) (  10-079371)(10.03.26)  記号 (7411290311) 出願種別(01            )新法
公開  (           )(        )  公開基準日 (10.03.26)             国内優先 (0)
公告  (           )(        )  優先 (                                ) 他  国
審判 (  )(           )(        )  担当 (         )(  )
登録  (         ) (        )   異議 ( 0) 請求項数 (  9) 出願料金(     21,000)
公決  (起        )(担    )     文献 ( )  新規性 (0)    菌寄託 (0)  公害   ( )
査定 ( ) (起        )(担    )     前置 (        )   解除 (        )公序・要約(0)
         (発        )(官        ) 審査・評価請求( 0-2)  未請求(0)   自動起案(  )
最終  (A11)(11.10.21) 公開準備 (1)      早期審査 ( )                
変更先 (1)(  11-075519)(01      ) 審決 (  )(        )             

                          原出願( )(           )(        )種別(        )
期間延長 (        )     最新起案日 (        ) 

公表  (           ) (        )   翻訳提出 (        )国際出願(                 )
再公表               (        )   国際公開 (                       )      
公開IPC4 H01L 21/88      KFIC     指定分類IPC                                  
公告IPC                                                                        
名称 配線構造体の形成方法
出願人 代表( ) 種(2)コ-ド(000005821) 国(27)  パナソニック株式会社 ＊

大阪府門真市大字門真１００６番地
代理人 種(1)コ-ド(100077931) 前田 弘

種(1)コ-ド(         ) 小山 廣毅
種(1)コ-ド(100107445) 小根田 一郎

中間 (A63     )特許願 10.03.26( 21,000)完 (A96-1   )職権訂正10.04.01(       )  
記録 (A84-1   )優先請求11.03.24(       )   (A84-3   )優先請求11.07.21(       )  
     (A85-1   )交付請求12.11.21(       )   (A86-1   )閲覧請求15.03.13(       )  
     (A86-1   )閲覧請求15.09.22(       )                                        
新出願                                                                          
国内優先(先)                                                                    
国内優先(後) 1   11-075519(11.03.19)  1 2000-066163(12.03.10)                   

 1 2000-066179(12.03.10)                                            
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【書類名】 特許願

【整理番号】 7411290311

【提出日】 平成10年 3月26日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/316      

【発明の名称】 配線構造体の形成方法

【請求項の数】   9

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真１００６番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 青井 信雄

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077931

【弁理士】

【氏名又は名称】 前田 弘

【選任した代理人】

【識別番号】 100094134

【弁理士】

【氏名又は名称】 小山 廣毅

【選任した代理人】

【識別番号】 100107445

【弁理士】

【氏名又は名称】 小根田 一郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014409

【納付金額】  21,000円
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【提出物件の目録】

【物件名】 明細書  1

【物件名】 図面  1

【物件名】 要約書  1

【包括委任状番号】 9601026

【プルーフの要否】 要
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【書類名】 明細書

【発明の名称】 配線構造体の形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項１】 下層の金属配線の上に第１の絶縁膜を形成する第１の工程と、

前記第１の絶縁膜の上に該第１の絶縁膜と組成が異なる第２の絶縁膜を形成す

る第２の工程と、

前記第２の絶縁膜の上に該第２の絶縁膜と組成が異なる第３の絶縁膜を形成す

る第３の工程と、

前記第３の絶縁膜の上に導電性膜を形成する第４の工程と、

前記導電性膜の上に、配線形成用開口部を有する第１のレジストパターンを形

成する第５の工程と、

前記導電性膜に対して前記第１のレジストパターンをマスクとしてエッチング

を行なって、前記導電性膜からなり配線形成用開口部を有するマスクパターンを

形成する第６の工程と、

前記第３の絶縁膜の上に、コンタクトホール形成用開口部を有する第２のレジ

ストパターンを形成する第７の工程と、

前記第３の絶縁膜、第１のレジストパターン及び第２のレジストパターンに対

するエッチングレートが高い一方、前記第２の絶縁膜に対するエッチングレート

が低いエッチング条件で、前記第３の絶縁膜に対してドライエッチングを行なう

ことにより、前記第３の絶縁膜を該第３の絶縁膜にコンタクトホール形成用開口

部が形成されるようにパターン化すると共に、前記第１のレジストパターン及び

第２のレジストパターンを全面的に又は下部を残して除去する第８の工程と、

前記第２の絶縁膜に対するエッチングレートが高い一方、前記第１の絶縁膜及

び第３の絶縁膜に対するエッチングレートが低いエッチング条件で、前記第２の

絶縁膜に対してパターン化された前記第３の絶縁膜をマスクとしてドライエッチ

ングを行なうことにより、前記第２の絶縁膜を該第２の絶縁膜にコンタクトホー

ル形成用開口部が形成されるようにパターン化する第９の工程と、

前記第１の絶縁膜及び第３の絶縁膜に対するエッチングレートが高い一方、前

記マスクパターン及び第２の絶縁膜に対するエッチングレートが低いエッチング
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条件で、前記第３の絶縁膜に対して前記マスクパターンをマスクとしてドライエ

ッチングを行なうと共に前記第１の絶縁膜に対してパターン化された前記第２の

絶縁膜をマスクとしてドライエッチングを行なうことにより、前記第３の絶縁膜

に配線溝を形成すると共に前記第１の絶縁膜にコンタクトホールを形成する第１

０の工程と、

前記配線溝及びコンタクトホールに金属膜を充填することにより、上層の金属

配線及び前記下層の金属配線と前記上層の金属配線とを接続するコンタクトを形

成する第１１の工程とを備えていることを特徴とする配線構造体の形成方法。

【請求項２】 前記第１０の工程と前記第１１の工程との間に、前記第３の絶

縁膜における前記配線溝に露出している部分及び前記第１の絶縁膜における前記

コンタクトホールに露出している部分に金属膜からなる密着層を形成する工程を

さらに備えていることを特徴とする請求項１に記載の配線構造体の形成方法。

【請求項３】 前記第３の絶縁膜は有機成分を主成分とすることを特徴とする

請求項１に記載の配線構造体の形成方法。

【請求項４】 前記第３の工程は、パーフルオロデカリンを含む反応性ガスを

用いるＣＶＤ法により前記第３の絶縁膜を形成する工程を含むことを特徴とする

請求項３に記載の配線構造体の形成方法。

【請求項５】 前記第１の絶縁膜は有機成分を主成分とすることを特徴とする

請求項３に記載の配線構造体の形成方法。

【請求項６】 前記第１０の工程と前記第１１の工程との間に、前記第３の絶

縁膜における前記配線溝に露出している部分及び前記第１の絶縁膜における前記

コンタクトホールに露出している部分に、窒素を含有する反応性ガスを用いるプ

ラズマ処理によって密着層を形成する工程をさらに備えていることを特徴とする

請求項５に記載の配線構造体の形成方法。

【請求項７】 前記第１の工程は、パーフルオロデカリンを含む反応性ガスを

用いるＣＶＤ法により前記第３の絶縁膜を形成する工程を含むことを特徴とする

請求項３に記載の配線構造体の形成方法。

【請求項８】 下層の金属配線の上に第１の絶縁膜を形成する第１の工程と、

前記第１の絶縁膜の上に該第１の絶縁膜と組成が異なる第２の絶縁膜を形成す
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